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(57) Спосіб вирощування соняшнику, що включає
обробіток ґрунту, припосівний розподіл насіння
низько- та високорослих гібридів з внесенням ста-
ртової дози добрив, догляд за посівами та збиран-
ня врожаю, який відрізняється тим, що припосів-
ний розподіл насіння низько- та високорослих
гібридів здійснюють в насіннєві ямки,  які розміщу-
ють у шаховому порядку, при цьому з обох боків
від кожної насіннєвої ямки різновіддалено форму-
ють на різних рівнях по дві тукові ямки, на ложа
яких пропорційно щільності насичення коренів в
коренеживильному шарі ґрунту спрямовують стар-
тову дозу добрив, причому низько- та високорослі
гібриди розміщують на полі переміжними різнове-
ликими смугами за схемою: три чи шість рядів ви-
сокорослих гібридів з міжряддями 0,7 м - чотири чи
вісім рядів низькорослих гібридів з міжряддями
0,35 м, а збирання врожаю здійснюють послідовно
на кожній смузі шляхом руху комбайна поперек
рядів поля.

Винахід відноситься до сільського господарст-
ва і може бути використаний при вирощуванні то-
варного насіння соняшнику.

Соняшник належить до провідних олійних
культур світового землеробства. Сучасні сорти і
гібриди соняшнику характеризуються високою
врожайністю, вмістом олії і забезпечують одер-
жання з 1га більше 1000кг олії і 400кг білка [1].
Одначе в сільськогосподарському виробництві
України за останнє десятиліття спостерігається
тенденція до збільшення розриву між потенційною
та фактичною врожайністю гібридів і сортів соня-
шнику, валовий збір яких у виробничих умовах
компенсується необгрунтованим збільшенням їх
посівних площ.

На практиці соняшник на товарні цілі висіва-
ють переважно пунктирно-широкорядним спосо-
бом з міжряддями 70CM [2]. Цей спосіб не в повній
мірі забезпечує реалізацію біологічної продуктив-
ності нових сортів і гібридів соняшнику, які виро-
щуються тільки на основі хімікотехногенних агро-
прийомів та на фоні загального зниження рівня
агротехніки. Це дестабілізує процеси неадаптова-

ної інтенсифікації в сільському господарстві, роб-
лячи їх, як завжди, глобальними за масштабами і
катастрофічними за екологічними наслідками.

Відомі посіви з більш рівномірним розміщен-
ням рослин по площі, що досягається на звужених
до 45см міжряддях та збільшеною відстанню між
рослинами в рядку. Площа живлення при цьому
наближається до квадрата, а урожайність підви-
щується на 0,7-6,7ц/га [3]. Одначе і посіви з міжря-
ддями 45см не позбавлені вищевказаних недолі-
ків.

Відомий також спосіб вирощування соняшни-
ку, що включає черезрядний посів двох сортів чи
гібридів, які різко відрізняються по висоті та світ-
лочутливості на полі з міжряддями 0,35м при від-
стані між рослинами рівними 0,7-1,1 величини
міжряддя і при загальній густоті стояння рослин
75-120тис. на 1га [4].

Одначе при використанні даного способу не в
повній мірі враховуються біологічні особливості
окремих сортів чи гібридів, а саме: висота, загаль-
ний габітус рослини, потужність кореневої систе-
ми, сортова різниця по ступені використання світ-
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лової енергії, вологи, поживних речовин.
Метою винаходу є отримання на товарних по-

сівах соняшнику високих урожаїв за рахунок нау-
ковообгрунтованого поєднання агроприйомів. По-
ставлена мета досягається тим, що в способі
вирощування соняшнику, який включає обробіток
грунту, припосівний розподіл насіння низько- та
високорослих гібридів з внесенням стартової дози
добрив, догляду за посівами та збирання врожаю,
відповідно до винаходу, припосівний розподіл на-
сіння низько- та високорослих гібридів здійснюють
в насіннєві ямки, які розміщують у шаховому по-
рядку, при цьому з обох боків від кожної насіннєвої
ямки різновіддалено формують на різних рівнях по
дві тукові ямки, на ложа яких пропорційно щільно-
сті насичення коренів в кореневоживильному шарі
ґрунту спрямовують стартову дозу добрив, причо-
му низько- та високорослі гібриди розміщують на
полі переміжними різновеликими смугами за схе-
мою: три чи шість рядів високорослих гібридів з
міжряддями 0,7м - чотири чи вісім рядів низькоро-
слих гібридів з міжряддями 0,35м, а збирання вро-
жаю здійснюють послідовно на кожній смузі шля-
хом руху комбайна поперек рядів поля.

Суть запропонованого технічного рішення по-
яснюється кресленням, де показана технологічна
схема сівби насіння низько- та високорослих гіб-
ридів соняшнику переміжними різновеликими сму-
гами.  Спосіб здійснюється таким чином.  Після
збирання попередника (озимої пшениці чи ячме-
ню) проводять поживне лущення ґрунту на глиби-
ну 6-8см. Повторне лущення стерні здійснюють
при появі сходів бур'янів за 2-3 тижні до оранки,
яку проводять на глибину 27-30см. Доцільно при
вирощуванні соняшнику вносити гній дозою 35-
40т/га і зароблювати його під зяблеву оранку. На-
весні проводять раннє боронування та передпосі-
вну культивацію в агрегаті з боронами на глибину
заробки насіння соняшнику (6-8см). Сівбу соняш-
нику з внесенням стартової дози добрив розпочи-
нають при стійкому прогріванні ґрунту на глибину
6-8см до 8-10°C. Оптимальна густота стояння рос-
лин індивідуальна для кожного гібрида і сорту, і
тому для сівби добирають насіння низько- та висо-
корослих гібридів соняшнику з урахуванням групи
стиглості, їх біологічних особливостей та зони ви-
рощування, а для сівби комплектують не менше

двох посівних агрегатів. Припосівний розподіл на-
сіння низько 1 та високорослих гібридів 2 здійсню-
ють у насіннєві ямки, які розмішують у шаховому
порядку. При цьому з обох боків від кожної насін-
нєвої ямки різновіддалено формують на різних
рівнях дві тукові ямки 3, на ложа яких пропорційно
щільності насичення коренів в коренеживильному
шарі ґрунту спрямовуючи стартову дозу добрив.
Причому низько 1 та високорослі 2 гібриди розмі-
щують на полі переміжними різновеликими смуга-
ми за схемою: три чи шість рядів 4 високорослих
гібридів з міжряддями в2 =  0,7м -  чотири чи вісім
рядів 5 низькорослих гібридів з міжряддями в1 =
0,35м. Для здійснення посіву використовують ям-
кову комбіновану сівалку, яка здійснює роздільне
локально-ямкове внесення стартової дози добрив
та висів насіння в насіннєві ямки. При цьому ям-
коформувачі в суміжних посівних секціях сівалки
зміщенні на півкроку, тобто розміщені по умовній
гвинтовій лінії. Все це забезпечує формування
ямкових лож, які розміщуються на полі в шаховому
порядку. Кількість та строки проведення міжрядних
обробітків визначають в залежності від наявності
бур'янів у посівах та фізичного стану поверхневого
шару ґрунту. Під час вегетації постійно ведуть
спостереження за станом рослин і при наявності
шкідників та хвороб проводять обробку посівів
пестицидами. Соняшник при повному дозріванні
послідовно збирають на кожній смузі шляхом руху
комбайна поперек рядків поля.

Запропонований спосіб за рахунок науковооб-
грунтованого поєднання агроприйомів забезпечує
на товарних посівах отримання високих урожаїв
сортів і гібридів соняшнику, близький до їх генети-
чного рівня.
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